

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87324034 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：40	、訪客IP：44.192.75.148


  	姓名	
      	  蔡木凱(Mu-Kai Tai)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  改善後的階層化不完全LU法及其在二維半導體元件模擬上的應用
(An Improved Levelized Incomplete LU Method and Its Application to 2D Semiconductor Device Simulation)
      	   
	相關論文		★ 表面電漿共振效應於光奈米元件之數值研究	★ 金氧半電容元件的暫態模擬之數值量測
	★ 雙載子電晶體在一維和二維空間上模擬的比較	★ 一維雙載子接面電晶體數值模擬之驗證及其在元件與電路混階模擬之應用
	★ 階層化不完全LU法及其在準靜態金氧半場效電晶體電容模擬上的應用	★ 探討分離式簡化電路模型在半導體元件模擬上的效益
	★ 撞擊游離的等效電路模型與其在半導體元件模擬上之應用	★ 二維半導體元件模擬的電流和電場分析
	★ 三維半導體元件模擬器之開發及SOI MOSFET特性分析	★ 元件分割法及其在二維互補式金氧半導體元件之模擬
	★ 含改良型L-ILU解法器及PDM電路表述之二維及三維元件數值模擬器之開發	★ 含費米積分之高效率載子解析模型及其在元件模擬上的應用
	★ 量子力學等效電路模型之建立及其對元件模擬之探討	★ 適用於二維及三維半導體元件模擬的可調變式元件切割法
	★ 整合式的混階模擬器之開發及其在振盪電路上的應用	★ 用時域模擬法探討S參數及其應用



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	在積體電路的設計和發展上，半導體的數值模擬分析扮演一個非常重要的角色。一些在實驗上或解析模型上觀察不到的元件電性，就可藉由元件的模擬來觀察。但是在半導體元件的數值模擬過程中，往往需要解非常龐大的稀疏矩陣，所以在本論文中，將就半導體元件的模擬特性來改善階層化不完全LU分解法 (Levelized Incomplete LU method)，並用來開發一個新的稀疏矩陣解法器。而在元件和半導體的混階模擬上，我們將描述載子傳輸的擴散模型藉由專業的技術加以分離，以轉換成一些等效電路元件，例如電壓控電流源、電容和電壓控制電壓源等。因此就可使用一般的電路模擬器來做混階模擬。 最後，我們將使用二極體開關電路和金氧半場效電晶體，配合新的電路模擬器進行一維和二維混階模擬，並對元件的特性進行分析和討論。在模擬過程中，我們也會比較改善後的矩陣解法和傳統解法在模擬速度上的差異。
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